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【手続補正書】
【提出日】平成20年7月18日(2008.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】非接触型薄膜集積回路装置の作製方法および非接触型薄膜集積回路装置
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ発振器と、
　前記レーザ発振器より射出したレーザビームの端部を遮断するためのスリットと、
　前記スリットを通過した前記レーザビームを集光して前記照射面に照射するための集光
レンズと、
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　前記集光レンズを通過した前記レーザビームに対して、前記照射面を相対的に移動する
手段とを有するレーザ照射装置を用いる非接触型薄膜集積回路装置の作製方法であって、
　基板上に非単結晶半導体膜を形成し、
　前記レーザ照射装置を用いて、前記半導体膜を結晶化し、大粒径結晶領域と微結晶領域
を形成し、
　前記大粒径結晶領域に薄膜トランジスタを形成し、
　前記微結晶領域に配線を形成することを特徴とする非接触型薄膜集積回路装置の作製方
法。
【請求項２】
　第１のレーザ発振器と、
　第２のレーザ発振器と、
　前記第１のレーザ発振器より射出した第１のレーザビームの偏光方向を変える波長板と
、
　前記第１のレーザビームと、前記第２のレーザ発振器より射出した第２のレーザビーム
とを合成するための偏光子と、
　前記偏光子によって合成されたレーザビームの端部を遮断するスリットと、
　前記スリットを通過した前記レーザビームを集光して照射面に照射するための集光レン
ズと、
　前記集光レンズを通過した前記レーザビームに対して、前記照射面を相対的に移動する
手段とを有するレーザ照射装置を用いる非接触型薄膜集積回路装置の作製方法であって、
　基板上に非単結晶半導体膜を形成し、
　前記レーザ照射装置を用いて、前記半導体膜を結晶化し、大粒径結晶領域と微結晶領域
を形成し、
　前記大粒径結晶領域に薄膜トランジスタを形成し、
　前記微結晶領域に配線を形成することを特徴とする非接触型薄膜集積回路装置の作製方
法。
【請求項３】
　レーザ発振器と、
　前記レーザ発振器より射出したレーザビームの端部を遮断するためのスリットと、
　前記スリットにより形成された前記レーザビームの像を照射面に投影し、照射するため
の投影レンズと、
　前記投影レンズを通過した前記レーザビームに対して、前記照射面を相対的に移動する
手段とを有するレーザ照射装置を用いる非接触型薄膜集積回路装置の作製方法であって、
　基板上に非単結晶半導体膜を形成し、
　前記レーザ照射装置を用いて、前記半導体膜を結晶化し、大粒径結晶領域と微結晶領域
を形成し、
　前記大粒径結晶領域に薄膜トランジスタを形成し、
　前記微結晶領域に配線を形成することを特徴とする非接触型薄膜集積回路装置の作製方
法。
【請求項４】
　第１のレーザ発振器と、
　第２のレーザ発振器と、
　前記第１のレーザ発振器より射出した第１のレーザビームの偏光方向を変える波長板と
、
　前記波長板を通過した前記第１のレーザビームと、前記第２のレーザ発振器より射出し
た第２のレーザビームとを合成するための偏光子と、
　前記偏光子によって合成されたレーザビームの端部を遮断するスリットと、
　前記スリットにより形成された前記レーザビームの像を照射面に投影し、照射するため
の投影レンズと、
　前記投影レンズを通過した前記レーザビームに対して、前記照射面を相対的に移動する
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手段とを有するレーザ照射装置を用いる非接触型薄膜集積回路装置の作製方法であって、
　基板上に非単結晶半導体膜を形成し、
　前記レーザ照射装置を用いて、前記半導体膜を結晶化し、大粒径結晶領域と微結晶領域
を形成し、
　前記大粒径結晶領域に薄膜トランジスタを形成し、
　前記微結晶領域に配線を形成することを特徴とする非接触型薄膜集積回路装置の作製方
法。
【請求項５】
　請求項１または請求項２において、前記集光レンズは、凸型シリンドリカルレンズまた
は凸型球面レンズであることを特徴とする非接触型薄膜集積回路装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項３または請求項４において、前記投影レンズは、凸型シリンドリカルレンズまた
は凸型球面レンズであることを特徴とする非接触型薄膜集積回路装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項６において、前記投影レンズは、前記スリットと前記照射面が共役になるように
配置されていることを特徴とする非接触型薄膜集積回路装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項において、前記レーザビームは、連続発振のレー
ザであることを特徴とする非接触型薄膜集積回路装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項８において、前記レーザビームは、単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、フォルステライ
ト（Ｍｇ２ＳｉＯ４）、ＹＡｌＯ３、もしくはＧｄＶＯ４、または多結晶（セラミック）
のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、もしくはＧｄＶＯ４に、ドーパントとして
Ｎｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａのうち１種または複数種添加されてい
るものを媒質とするレーザ、アレキサンドライトレーザ、Ｔｉ：サファイアレーザ、Ａｒ
イオンレーザ、Ｋｒイオンレーザ、ＧａＮレーザ、ＧａＡｓレーザ、ＩｎＡｓレーザから
選ばれた一種であることを特徴とする非接触型薄膜集積回路装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項において、前記レーザビームは、発振周波数が１
０ＭＨｚ以上のパルスレーザであることを特徴とする非接触型薄膜集積回路装置の作製方
法。
【請求項１１】
　請求項１０において、前記レーザビームは、単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、フォルステラ
イト（Ｍｇ２ＳｉＯ４）、ＹＡｌＯ３、もしくはＧｄＶＯ４、または多結晶（セラミック
）のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、もしくはＧｄＶＯ４に、ドーパントとし
てＮｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａのうち１種または複数種添加されて
いるものを媒質とするレーザ、Ａｒイオンレーザ、またはＴｉ：サファイアレーザである
ことを特徴とする非接触型薄膜集積回路装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一項において、前記レーザ照射装置によって形成される前
記半導体膜の前記大粒径結晶領域の幅が２００μｍ以上で、前記微結晶領域の幅が１～２
０μｍであることを特徴とする非接触型薄膜集積回路装置の作製方法。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか一項において、前記非接触型薄膜集積回路装置の作製方法
によって作製された非接触型薄膜集積回路装置。
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